JORNADA PCI/CBPF

INTRODUCAO

Nas ultimas decadas, a Dbusca pela
miniaturizacdo de  dispositivos  magnéticos
despertou grande interesse cientifico na

Investigacao das propriedades magnéticas macias
de ligas do tipo Finemet com composicao quimica
a base de FeSIB e adicao combinada de Cu e Nb.
As extraordinarias propriedades magneticas de
ligas Finemet, como boa combinacao de baixa
coercitividade, baixa perda de nucleo e altas
permeabilidade, saturacao magnetica e
temperatura Curie estdo relacionadas a presenca
de cristalitos nanometricos (FeSi) dispersos em
uma matriz amorfa. A obtencdo da fase
nanocristalina 1deal nao tem rota claramente
definida ate 0 momento. A rota usual parte de fitas
de ligas amorfas com composicoes tipicas
Fe;sCu;Nb;SI35Bgs  Fe,3Cu;NbsSIs:B,5 €
Fe;3Cu;Nb,;SIi6 5B 5. A nanocristalizagcao da fase
amorfa é influenciada pela composicao quimica
da liga, espessura do filme, tipo de substrato,
tempo e temperatura de recozimento.

OBJETIVO

O objetivo desta etapa do projeto &
desenvolver uma rota para obtencao de filmes
finos nanocristalinos a partir de diferentes

substratos, espessuras e temperaturas de
recozimento, utilizando a matriz amorfa
METODOLOGIA

Deposicao de filmes finos com espessuras de 10,
30, 50 e 200 nm, por sputtering, em substratos
Si1(100), wvidro e quartzo. Recozimento a
temperaturas de 500, 540 e 570 °C.
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RESULTADOS
Magnetizacao de amostra vibrante

CBPF
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A magnetizacao de saturacao pode ser
proporcional a  fracdo  volumétrica
cristalina, desta forma, pode-se observar
graficamente uma abordagem para a
evolucdo da cristalizacao de FeSi nas
temperaturas utilizadas. A magnetizacao fol
observada entre valores de 620 e 970
emu/cm3, com excecao do filme Si(100) 10
nm recozido a 540 e 570 °C.

Os filmes de menor espessura

Sl(lOO) 10 e Si1(100) 30 nm apresentaram
maior campo de saturacdo magnetica em
relacao aqueles de 50 e 200 nm.
___ O campo coercivo apresentou variacao
em sua magnitude com valores entre 0,8 e
91 Oe, com excecao do filme Si(100) 10
nm recozido a 540 °C .

Para os filmes depositados em substratos
de guartzo e vidro observou-se a ocorréencia
de cristalizacao por DRX, assim como para
a deposicao em Si(100). Picos com maior
Intensidade foram observados nos filmes de
50 e 200 nm em quartzo.

Os filmes apresentados nos resultados de
DRX serio submetidos a analise de VSM. A
partir das respostas magneticas de todos 0S
filmes ja preparados, ajustes nos parametros
espessura, temperatura e tempo de
recozimento poderao ser realizados para a
obtencao da fase Finemet.
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